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１．はじめに パワーデバイスを目指した SiO2/GaN-MOSFET においてノーマリーオフ出力特性や

100cm2/Vs を超える移動度を得ているが、正電圧ストレスによって Vg-Id 特性にヒステリシスが

発生し、GaOx界面層の厚さと関係していた[1]。これは SiO2/GaOx界面への電子捕獲と考えられ、

GaN-MOSキャパシタを用いて捕獲電子密度と界面層厚さの関係を調べた。 

２．実験方法 c 面 n-GaN 基板上に MOCVD によりエピ成長した n-GaN 層(Nd=2E+16cm-3)に対して、

TEOS と酸素ガスを原料とするからプラズマ CVD により SiO2絶縁層(約 100nm)を形成した。SiO2

膜の成膜条件を変えて界面層厚の異なる 3 試料を作製した。SiO2層上と基板裏面に Al 電極を蒸

着して MOSキャパシタを作製し、熱処理(H2-N2中、400℃)を施した。なお、界面層厚は薄い SiO2(約

1nm)を着けた試料を用いて光電子分光分析により評価した[2]。 

３．結果 MOSキャパシタの CV特性はストレス電圧(Vg=30V)の印加後に正電圧側にシフトし、界

面に負電荷が増えたことがわかる(図 1)。シフト量から捕獲電子密度を試算すると電子密度は

GaOx層厚とともに増加した(図 2)。電圧シフトが残留する点で異なっているが、MOSFETのヒステ

リシスと同様の傾向であった。この現象はストレス電圧で傾いた GaOx 層を電子がトンネルして

SiO2/GaOx の界面準位に捕獲されたと推定している。光照射(hν=1.2～3.5eV)によって捕獲電子

を放出させて容量を測定(Vg=-2V)した[3]。その結果、約 2eV の光で電子放出する深い準位密度

が GaOx層厚とともに増加しており、ストレス特性の原因がこの捕獲準位と考えられる (図 3)。 
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Fig3. Change of SiO2/GaOx interface 

state density according to excitation 
light energy 

Fig1. Gate voltage shift of CV 
characteristics by stress voltage 

Fig2. Relationship between GaOx 
interface layer thickness and 
captured electron density 

第67回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2020 上智大学 四谷キャンパス)13p-PA9-6 

© 2020年 応用物理学会 11-182 13.7


